36

Bild 1. Heizbare
Vakuumspannplatte
ohne Werkstiick

SPANNTECHNIK

VAKUUM

Schlanke Silizium-Chips
sanft stabilisieren

Eine heizbare VAKUUMSPANNPLATTE erleichtert
das Losen von Klebefolien auf extrem diinnen Wafern.

ikrochips in elektronisch lesbaren Reise-
passen sind mit einer Dicke von circa 70 um
dinner als ein Blatt Papier. Fir zukinftige

mikroelektronische Anwendungen spielt die weitere
Reduzierung der Siliziumdicke auf Werte von 10 bis
50 um eine entscheidende Rolle. Ein Ziel ist beispiels-
weise das Ubereinanderstapeln von sehr diinnen Si-
lizium-Chips, vertikale Integration genannt. Damit wer-
den die Rechengeschwindigkeit und die Speicherdich-
te gesteigert sowie multifunktionale Chip-Systeme er-
richtet, die Prozessortechnik, Sensorik und Daten-
transfer in einem hochintegrierten Baustein vereinen.
Flr diese Produktentwicklungen sind die Waferdiin-
nungstechnik und Handhabungsverfahren von sehr
dinnen, flexiblen aber auch bruchgefahrdeten Silizi-
um-Wafern eine Grundvoraussetzung. Das Fraunho-
fer IZM in Minchen beschéftigt sich unter anderem
mit der Verfahrenstechnik zur Herstellung und Ver-
arbeitung sehr dinner Silizium-Wafer. Je dinner die

Wafer werden, desto komplizierter wird deren Hand-
habung, da es leicht zu Beschadigungen kommt.
Zudem gewinnt die Rlckseitenbearbeitung der Wafer
zunehmend an Bedeutung, was die Produktionstech-
niken zusétzlich diffiziler werden lasst.

Die Bearbeitung der stark ausgedinnten Wafer er-
fordert spezielle Handhabungstechniken, um Wafer-
bruch und Einschrankungen der Funktionalitat auszu-
schlieRen. Die Wafer werden fir den Dinnungspro-
zess auf sogenannte Trager-Wafer geklebt, die den zu
bearbeitenden Wafer stabilisieren. Nach der Bearbei-
tung wird der Stabilisierungs-Wafer wieder entfernt.
Die Verbindung erfolgt mittels Wachs, Kleber oder Fo-
lie. Wichtig ist dabei besonders die Losbarkeit nach
dem abgeschlossenen Diinnen. Die Bearbeitung von
Wachs ist zeitintensiv und erfordert spezielle Reini-
gungsverfahren nach dem Abldésen. Am Miinchener
Institutsteil des Fraunhofer IZM hat man sich deshalb
fur die Verwendung von doppelseitigen temperatur-
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Bild 2. Dinner Silizium-Wafer, nachdem das Vakuum
eingeschaltet wurde

I6sbaren Klebefolien als Trdgertechnik entschieden.
»Die Schwierigkeiten liegen vor allem beim Anbrin-
gen der Folien, da dabei leicht Luftblasen eingeschlos-
sen werden kénnen. Durch Wéarme wird das Anbrin-
gen erleichtert. Da die Wafer wéhrend der Schleifbe-
arbeitung (Dlnnung) extrem dinn werden, ist eine
spezielle Unterlage erforderlich, die keine Abdricke
hinterldsst«, erklart Christof Landesberger von der
Arbeitsgruppe »Substrate Preparation & Handlingc
der Abteilung »Polytronische Systeme«.

Dunne Wafer sicher halten
Um das Anbringen und Lésen der Folie zu erleichtern,
wurde vom Spanntechnik-Hersteller Witte aus Ble-
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ckede eine spezielle Vorrichtung entwickelt (Bild 1).
Auf diesem Chuck werden die Wafer sicher gehalten,
ohne dass Abdriicke entstehen. Es handelt sich da-
bei um eine heizbare Vakuumspannplatte. Die Aufla-
ge- beziehungsweise Spannflache mit einem Durch-
messer von 205 mm besteht aus einem mikroporo-
sen, luftdurchlassigen Material. Dieses wird speziell
zum Halten sehr dinnwandiger Werkstlcke wie Pa-
pier, Folien oder Platinen eingesetzt. Da weder Nuten
noch Bohrungen vorhanden sind, ist eine Verformung
der Wafer ausgeschlossen. Durch das vollflachige An-
saugen werden die Materialien absolut plan gespannt
(Bild 2). Das Abdecken freier Oberfldchen, das bei
vielen anderen Vakuumsystemen ein Muss ist, ist hier-
bei nicht erforderlich. Fir das Fraunhofer IZM wurde
die Vakuumplatte zusatzlich mit einem Heizelement
ausgestattet, welches fir das Losen der temperatur-
I6slichen Folien eingesetzt wird. Da die Porengrofe
der Spannflache etwa 10 bis 12 ym entspricht, wird
ein beschadigungsfreies Spannen der empfindlichen
Wafer sichergestellt. »Nach der Schleifbearbeitung le-
gen wir den Waferstapel auf die Vakuumplatte und
schalten das Heizelement ein. Durch die Wéarmezu-
fuhr reduziert sich die Klebewirkung der Folie, und der
bearbeitete Wafer 10st sich vom Trager-Wafer, der le-
diglich eine Stabilisierungsfunktion hatte. Der gedinn-
te Wafer kann nun einfach enthnommen werdenc, er-
klart Christof Landesberger (Bild 3). m  MI110089
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Bild 3. Abnehmen
eines gediinnten
Wafers: Der Trager-
Wafer befindet
sich noch auf

der Spannflache



